


Vorwort

Mit dem Ihnen vorliegenden Bausalz wird einem
grofien Kreis von Anlateurelektronikern die Miglichkeit
gegeben, Baugruppen der Elektronik unkompliziert
nachzubauen, Die zum Aufbau des gesamten Bausteines
benttigten Bauelemente, einschlieBlich Leiterplatte,
sind im Beutel enthalten.

Der Vorieil eines solchen Elektronikbausatzes liegt

in einem preisgilinstigen und rationellen Nachbau des
Bausteines. Damit ist ebenfalls gesichert, dal auch
Laien auf dem Gebiet der Transistorschaltungs-
technik den im Schaltungsheft beschriebenen Baustein
aufbauen konnen.

Die Elektronikbausitze sind so konzipiert, daB sich
ein universelles Anwendungsgebiet ergibt.

Der Nachbau der Schaltung ermdoglicht es, das
Grundwissen durch praktische Versuche zu erginzen.

Die im Schaltungsheft angegebenen Anwendungs-
beispiele sollen Thnen Anregung zu einigen Versuchen
geben,

Wir wiinschen IThnen viel Freude und Erfolg beim
Aulbau des Bausteines!




Direktgekoppelter NF-Vorverstarker mit
Siliziumtransistoren
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Bild 1: 3stufiger Vorverstiarker
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Bild 4: Telefonmithérverstirker
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Stereckopfhorerverstirker
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Schaltungsbeschreibung

Die von Mikrofonen, Kristalltonabnehmern oder
anderen NF-Generatorén abgegebene Spannung ist
meist zu schwach, um z. B. Leistungsverstéirker
anzusteuern oder um tber ein lingeres Kabel tiber-
tragen zu werden. Deshalb sind oft Vorverstarker
notig, die moglichst wenig Raum beanspruchen sollen.

Bild 1: zeigt die Schaltung eines direktgekoppelten
Verstirkers mit 3 Si-Miniplast-Transistoren.
Die direkte Kopplung ist bei Silizium-
Transistoren wegen der geringen Reststrime

f (Iceo, Iseo) und deren geringen Tempetatm -
abhéiingigkeit moglich.

Sie bringt einige Vorteile mit sich:

— Der Aufwand an Bauelementen ist gering,

— Der tibertragene Frequenzbereich des
Verstiarkers ist breit. :

Der Verstidrker hat eine untere Grenzfreé;uenz

(fu) kleiner 20 Hz. Die obere Grenzfrequenz (fs)

liegt bei 100 kIz.

Da keinerlei Trafos oder sonstige Indulktivitiiten
verwendet werden, treten auch keine
Resonanziiberhthungen auf, d. h., der Verlauf
der Verstdarkung ist in weilen Grenzen linear.
Durch das Einsetzen einer Spannungsgegen-
kopplung, realisiert mit dem Widerstand R,
werden die Eigenschaften des Verstirkers
wesentlich verbessert.

Die Spannungsgegenkopplung bewirkt:

— Absinken der nichtlinearen Verzerrungen

— Erhdhung des Eingangswiderstandes

— Absinken des Ausgangswiderstandes
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Weiterhin wirkt diese Gegenkopplung
stabilisierend gegeniiber Betriebsspannungs-
schwankungen.

Der hohe Wert des R; (Gegenkopplung)

146t zuerst eine wenig wirlkungsvolle
Gegenkopplung vermuten, in Anbetracht der
hohen Spannungsverstiirkung (groffer 1000fach)
ergibt sich aber dennoch ein hoher Gegenkopp-
lungsgrad.

Die Arbeitspunkie der Transistoren stellen
sich automaftisch ein, sind aber von der Strom-
verstidrkung der Transistoren abhéngig.

Zu beachten ist noch, dal die Transistoren bei
einer niedrigen Kollektor-Emitter-Sparinung
(Uck) arbeiten, denn die Uce ist jeweils gleich
der Basis-Emitter-Spannung (Use) des
folgenden Transistors.

Die Elektrolytkondensatoren Cy, C, am Eingang
und Ausgang trennen den Verstirker gleich-
strommaéfBig von der umgebenden Schaltung.
Der Einstellregler R, liegt parallel zum Eingang
und dient zur Eingangsspannungshegrenzung.
Er wird nur bei Bedarf eingelotet.

Technische Daten

Betriebsspannung 9
Stromaufnahme 4,7 mA

max. Eingangsspannung 1 mV
Verstarkung 1000
Frequenzgang 20 Hz—100 kHz
Abmale 50 mm x 40 mm x 20 mm

Die im Bild 4 gezeigte Schaltungskonzeption erméglicht
es, Telefongespriche, ohne Eingriff in den Telefon-
apparat, mitzuhoren.



Die Fangspule I, mufl zu diesem Zweck an das
Gehéuse des Telefonapparates gelegt werden. Durch
Verschieben der Fangspule 1406t sich ein Lautstirke-
maximum einstellen,

Am Ausgang des Verstirkers wurde im Versuchs-
autbau ein Kopfhorer angeschlossen.

Die Spule L, bestehf.aus einem Ferritstab, Durchmesser
7 10 mm, Lénge L 80 mm, auf dem 1000 Windungen
Kupferlackdraht, Durchmesser @ 0,1 mm gewickelt
werden.

Auf Grund der guten Ubertragungseigenschaft des
NTF-Verstirkers bietet sich der Einsatz dieses Bau-
steines in Sterecanlagen an.

Bild 5 zeigl die Zusammenschaltung von zwei NF-
Bausteinen fiir defl Stereckopthérerbetrieb.

An den Eingingen E;, E; wird das Ausgangssignal
des Sterevempliingers gelegt. Als AnschluBbuchse
eignet sich dazu die Diodenbuchse TB.

Die geringen geometrischen Abmafie und die geringe
Stromauinahme gestatten es, den Verstdrkerbaustein
direkt in die Elektrogitarre einzubauen.

Die Betriebsspannung des Verstirkers kann dann
unmittelbar aus einer Batterie, die ebenfalls eingebaut
ist, entnommen werden. Eine zweite Moglichkeit wire,
die Betriebsspannung liber das Anschluffikabel der
Gitarre anzulegen. Als Spannungsquelle konnte ein im
Kraftverstirker befindliches Netzieil benutzi werden.
Der Lautstirkeregler des NF-Bausteiries wird ebenfalls
durch ein Potentiometer mit Bedienknopf ersetzt.

Um Brummeinstreuungen zu vermeiden, miissen die
Verbindungskabel zwischen Tonabnehmer und Eingang
des NF-Bausteines aus abgeschirmten Leitungen
(Diodenkabel) bestehen.
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Farbcodes fiir Widerstinde:

| 1. Ring 2. Ring 3. Ring 4. Ring

|

1‘ silber - — 10+2 +10 %
gold — - 10-1 4+ 5%
schwarz - 0 100 =
braun 1 1 10! + 19,
rot 2 2 102 + 2%,
orange 3 3 102 -
gelb 4 4 104 -
griin 5 5 105 !
blau 6 6 108 —

e violett 7 7 107 —

| grau 8 8 108 -

: weild 9 9 10 =
keine - - - 420 %/

-

[-6-1 NT Ffo. 4929-—187 G 13/87



Stiickliste

Ry Schichtdrehwiderstand

2.5 kOhm
R, Schichtwiderstand

800 Ohm — 1,2 kOhm
Ry Schichtwiderstand

37,6 kOhm — 56,4 kOhm
R; Schichtwiderstand

37,6 kOhm — 56,4 kOhm
R; Schichtwiderstand

1,2 kOhm — 1,8 kOhm
Rs Schichtwiderstand

1,2 MOhm — 1,8 MOhm
CiEh Elektrolytkondensator 10 uF — 50 uF/25 V
R 1 kOhm

AnschluBschema der Transistoren

T, 72, T; = Mniplasttronsistoren

& RoRa
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betrieb im veb kombinat mikroelektronik

‘ D veb halbleiterwerk frankfurt /oder



